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7。PbTe-GeTe合 金 半導 体 の低 温 ・変 形 相 にお け る電 子 輸 送 現 象

伊 藤 安 夫

Pbi..Ge∬Teは,compositionxに よ って有 限温 度 でNaCl構 造 か らAs型 構 造 に構 造 相

転 移 し,抵 抗 の温 度 変 化 には,anomalyを 生 ず る。

∬の小さいいくつかのサンプルで相転移前後の磁気抵抗の角度依存性及び磁場強度依存性を

調べた。その結果,構 造相転移後,特 に強磁場下の磁気低抗の角度依存性に奇妙な振舞いを見

出した。この振舞いに関連して構造相転移に伴 って出現或いは誘起 される新たな秩序状態(例

えば,CDW)の 存在の可能性について論ずる。

8.超 高圧 下におけ る半導体の ラマ ン散乱

上 田 徹

ダイヤモ ン ドァンヴィル高圧力発生装置 を用 いて,約200kbarま での超 高圧 下におけ る半

導体の ラマ ン散乱の測定 を行な った。平均IV族 半導体は高圧 下で四面 体構造 か らNaCl型 あ

るいは β一Sn型(金 属)へ 相転移す る。こ こでは化学結合論的見地 か ら低圧相 のフォノンエネ

ルギーの圧力依存 性を考える。層状半導体2HMoS2,2H-MoSe2,2H-MoTe2(遷 移金属 カルコ

ゲナイ ド)に っいては,フ ォノンエネルギーの圧力依存性 よ り層間、層 内の結合力 の圧力変化 を議

論す る。V族 元素P(黒 リン)は,大 気圧 下で他 のV族 半金属(As,Sb,Bi)がrhombohedra1

構造 をとるの とは異 な り,orthorhombic構 造 をとる半導体 で,約50kbarに おいてAs型 へ

相転移する。低圧相 である黒 リン構 造のフ ォノンエネル ギーの圧力依存性について考察す る。

9.層 状 半 導 体GeSe,SnSeの 物 性

紀之定 俊 明

W-W族 化合物半 導体 はcubic,rhombohedral,orthorhombicの3相 に 分類 で き る 。PbTe,

GeTeな どcubic,rhombohedral両 相 の物 質 につい て は,こ れ ま で詳 しく研 究 され て きた 。 我
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々はorthorhombic相,特 にGeSeSnSeを 対象 としてRaman散 乱及び輸送現象 を温度 変化

させ て調べた。その結果,GeSeに つ いては約200K以 下,SnSeに ついては約50K以 下

でRaman散 乱 に新 しいpeakを 見 い出 した。またDC測 定において もGeSeで200K付 近 で

異常な振舞 い を見い出 した。

これ らの振舞いは相転移 を示唆 してい るもの と思われ る。

10.生 体細胞 に取 りこまれ た色素の螢光偏光解消

田 中 一 郎

われ われ は,CWモ ー ド同期 アル ゴンレーザか ら得 られ る超短時間光パルス と単一光子計数

法 を組み合わせる事によ り,10riOsecオ ーダーの偏光解消 を高い感度 で測定 できるシステム

を開発 した。

また,こ れ を利用 して,フ ル オ レセイ ンとい う色素 による螢光 の偏光解消 をグ リセ リン水溶

液中お よびラッ トの胸腺 の リンパ球 に取 りこまれた場合 について測定 した。

色素濃度が希薄な溶液中での偏光解消は,指 数函数的である事が確認されたが,細 胞内部で

の様子は複雑である。

11.Nd3+:YAGレ ー ザ ー に よ る非 線 形 光 学 の研 究

森 江 隆

我々は非線形光学 の実験 のために,高 効率 ・高出力のunstable共 振器型Qス イ ッチNd3+:

YAGレ ーザーを製作 したので,そ の装置 の概 要 と性能 を報告す る。

この レーザー を用 いた光混合,光 高調波発生の実験 を紹介 し,こ の種 の研究に しば しば用 い

られ るマーカー フ リンジ法について解説す る。

また,3次 の非線形電気感 受率X(3)が 大 きい と考 え られ る1次 元共役有機結 晶ポ リ ・ジァ

セチ レン(PTS)のZ(3)の 測定結果 を述べ る。
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